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高世代线TFTＧLCD面板对盒精度的提升

汪　栋∗,袁剑峰,吴洪江,刘　正,齐鹏煜,陈维涛
(北京京东方显示技术有限公司,北京１００１７６)

摘要:对盒精度提升是高世代 TFTＧLCD面板生产线产品小型化、薄型化、高PPI(３００＋)与高开口率升级的必备核心技

术.通过阵列(Array)与彩膜(CF)关键位置/尺寸匹配性优化与离散性优化,首次尝试阵列关键位置精度(TP)非线性补

正功能,并钻研成盒(Cell)过程中基板翻转稳定化、封框胶设计与涂布工艺优化,实现电视机、显示器、笔记本、平板电脑

等产品对盒精度由７．５μm 降低至５．５μm;在解决显示器产品按压 Mura与平板电脑产品像素漏光的同时,对产品开口

率的贡献也随着产品PPI的升高而增加,PPI３００＋产品的开口率余量提高１４．８％,有效提升了高世代TFTＧLCD面板生

产线小尺寸/高PPI产品核心竞争力、收益性和产品群组合.另外,本文建立高世代 TFTＧLCD面板生产线对盒精度分

析方法、对策检讨及改善的标准流程,形成新产品阵列 TP非线性补正和对盒 辅助封框胶的设计基准.
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Ass􀆳ymarginimprovementofhighＧgenerationline̓sTFTＧLCDpanel

WANGDong∗ ,YUANJianＧfeng,WU HongＧjiang,LIUZheng,QIPengＧyu,CHEN WeiＧtao

(BeijingBOEDisplayTechnologyCo．,Ltd．,Beijing１００１７６,China)

Abstract:For miniaturization,thinner,high PPI(３００＋)andhighapertureratioofthehighＧ
generationline’sTFTＧLCDpanel,improvementofAss’ymarginistheessentialtechnology．Through
arrayandCFkeyposition/sizematchingoptimizationanddiscreteoptimization,wetrythenonＧlinear
offsetofarrayTP,andoptimizetheprocessofcellglassturnover,sealantdesignandsealantcoating,

theAss’ymarginisimprovedfrom７．５μmto５．５μmoftelevision,monitor,notebookandtabletPC．
BysolvingtouchMuraissueofmonitorandpixellightleakageissueoftabletPC,thecontributionto
TFTＧLCDpanelapertureratioalsoincreaseswiththeincreasingofproductPPI．ForproductwithPPI
３００＋,theapertureratioincrease１４．８％．Effectivelyenhancethecorecompetitivenessofsmallsize
andhighPPITFTＧLCDproduct,theprofitabilityandproductmixofthehighＧgenerationline．InaddiＧ
tion,theestablishmentoftheanalysismethod,countermeasuresreviewandstandardprocessofthe
highＧgenerationline’sTFTＧLCDpanelAss’ymargin,thearrayTPnonＧlinearoffsetandcelldummy
sealantdesignguideofnewTFTＧLCDproductareformed．
Keywords:TFTＧLCDpanel;Ass’ymargin;array;CF;cell;vacuumassemblysystem(VAS);total

pitchnonＧlinearoffset;sealant



１　引　　言

　　 对 盒 精 度 (Ass＇y margin,AI)表 征 的 是

TFTＧLCD 产 品 成 盒 制 程 (Cell)完 成 后 阵 列

(Array)与 彩 膜 (CF)相 对 位 置 偏 移 量.对 于

TFTＧLCD产品,AI是控制产品光学性能、漏光

不良与开口率的关键参数.优秀的 AI性能,可
以有效降低CF黑矩阵(BM)的关键尺寸,从而降

低产品的遮光面积[１],提高产品的开口率.
随着产品玻璃减薄化、尺寸小型化以及高

PPI与高开口率产品的市场需求越来越大[２Ｇ３],产
品 AI要求日趋严格,如何提高 AI性能成为高世

代 TFTＧLCD面板生产线(G８．５及以上)产品转

型与升级的关键.

２　对盒精度现状与问题点

随着产品玻璃减薄化、尺寸小型化以及高PPI
与高开口率产品的市场需求越来越大,G８．５生产

线产品种类日趋丰富,主要包括产品尺寸１７７􀆰８~

２７９４mm(７~１１０in),玻璃厚度０．７ mm/０．５
mm,边框窄/宽(对应产品在对盒制程中玻璃翻

转是/否);不同类型的产品显示完全不同的 AI
性能,如图１和表１所示.玻璃厚度０．５mm 产

品明显差于０．７mm 产品,AI±５．５μm 达标的

产品比例分别为２０％与８３％;窄边框产品差于

宽边框产品,AI±５．５μm 达标的产品比例分别

为１３％与８７％.随着产品尺寸减小,AI呈变差

趋势,１７７．８mm(７in)呈现最差的 AI结果,其

AI极值为１４．２μm,AI±５．５μm 达 标 率 仅 为

７１．８％.

图１　TFTＧLCD产品 AI示意图

Fig．１　AIdiagramofTFTＧLCD

表１　不同类型TFTＧLCD产品AI结果

Tab．１　AIresultsofdifferenttypeofTFTＧLCD

产品
１３９７mm

(５５in)
１２１９．２mm

(４８in)
８１２．８mm
(３２in)

６８５．８mm
(２７in)

５８４．２mm
(２３in)

５４６．１mm
(２１．５in)

４６９．９mm
(１８．５in)

８１２．８mm
(３２in)

玻璃 ０．７ ０．７ ０．７ ０．７ ０．７ ０．５ ０．７ ０．５

翻转 Y/N Y Y N N N N N N

AI±５．５μm|X １００ ９８．９ １００ １００ １００ １００ １００ １００

达标率％|Y １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ ８０．０

产品
４８２．６mm
(１９in)

２４３．８４mm
(９．６in)

５４６．１mm
(２１．５in)

４６９．９mm
(１８．５in)

３５５．６mm
(１４in)

２９４．６４mm
(１１．６in)

２２８．６mm
(９in)

１７７．８mm
(７in)

玻璃 ０．５ ０．５ ０．５ ０．５ ０．５ ０．５ ０．５ ０．５

翻转 Y/N Y Y N N Y Y Y Y

AI±５．５μm|X ９４．３ ７８．３ １００ １００ ９５．５ ８１．３ ８０．５ ７１．８

达标率％|Y ５１．７ ８６．７ ９５．３ １００ １００ １００ １００ ９８．８

　　AI性能变差会导致 CF的 BM 无法有效遮

挡阵 列 的 信 号 线 (Data)、栅 极 (Gate)、开 关

(TFT)等,导致产品光学对比度下降,进一步导

致像素漏光不良,如图２所示.产品像素漏光不

良表现为暗态下满屏网格状发亮细线,且同一产

品在不同 区 域 严 重 程 度 不 同[４Ｇ６],此 不 良 源 于

TFTＧLCD产品较差的 Gate向 AI性能,导致阵

列与CF相对位置存在偏差,CF的BM 无法起到

有效的遮光作用,从而形成等间距的信号线向发

亮细线.
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(a)玻璃 AIＧ面板 AI
(a)玻璃 AIＧpanelAI

(b)玻璃 AIＧ面板对比度

(b)玻璃 AIＧpanelcontrastratio

(b)面板像素漏光示意图

(b)Diagramofpanelpixellightleakage
　 图２　TFTＧLCD产品 AI与对比度/像素漏光不良

关联性

　Fig．２　Relationbetweencontrastratio,pixellight
leakageandAIofTFTＧLCD

３　对盒精度影响因素分析

以１７７．８mm(７in)产品为例,如图３所示,玻
璃上不同位置呈现出不同的 AI结果,位置１＃→
２＃→４＃→３＃呈现依次变差趋势;结合对盒制

程,分析显示２＃与４＃ AI主要受 VAS(真空对

盒,VacuumAssemblySystem,简称 VAS)影响,

３＃ AI主要受 VASＧAI偏移结果影响(“VAS完

成 ~ AI测量”工艺段的 AI偏移量).

依托上述１７７．８mm(７in)产品 AI分析结

果,进行其他 AI异常产品分析,如表２所示,对
于不需要对盒翻转制程的产品,AI主要受 VAS
影响;对于需要对盒翻转制程的产品,AI主要受

VASＧAI偏移与VAS影响,其中以VASＧAI偏移

为主.

因此,影响 AI性能的２大核心因素为 VAS
与 VASＧAI偏移.

图３　TFTＧLCD产品 AI影响因素

Fig．３　AIinfluencefactorsofTFTＧLCD

表２　TFTＧLCD产品AI影响因素

Tab．２　AIinfluencefactorsofTFTＧLCD

翻转 Y/N 产品
±５．５μm 达标率/％

X Y

对盒

EQP

AI

VASＧAI VAS

N

５９９．４mm(２３．６in) ７５．５ １００ PH３
X
Y

８１２．８mm(３２in)HD １００ ８０．０ PH４ Y

８１２．８mm(３２in)FHD ９９．６ ７８．４ PH３ X,Y

５４６．１mm(２１．５in) １００ ９５．３ PH２ Y
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续　表

翻转 Y/N 产品
±５．５μm 达标率/％

X Y

对盒

EQP

AI

VASＧAI VAS

Y

１２１９．２mm(４８in) ９８．９ １００ PH１ X(１＃)

７１１．２mm(２８in) ９１．３ ９７．８ PH１
X(１＃,２＃)

Y(２＃)
X,Y

４８２．６mm(１９in) ９４．３ ５１．７ PH１
X(１＃,２＃)

Y(２＃)
X,Y

３５５．６mm(１４in) ９５．５ １００ PH４ X(３＃) X

２９４．６４mm(１１．６in) ８１．３ １００ PH４ X(３＃)

２４３．８４mm(９．６in) ７８．３ ８６．７ PH４ X(３＃) Y

２２８．６mm(９in) ８０．５ １００ PH４ X(３＃)

１７７．８mm(７in) ７１．８ ９８．８ PH４ X(３＃) Y

３．１　VAS影响因素分析

以８１２．８mm(３２in)产品为例,如表３所示,

VAS结果主要受 VAS设备精度与阵列/CFTP
(TotalPitch)匹配性能影响,其中 VAS设备精度

基本可以对应既定的 VAS规格,主要因素为阵

列/CFTP匹配性能;随着阵列/CFTP匹配性变

差,VAS结果变差.

表３　８１２．８mm(３２in)产品VAS与阵列/CFTP关联性

Tab．３　RelationbetweenVASand阵列/CFTPof８１２．８mm(３２in)

产品 Item 信号线
对盒设备对应玻璃不同位置

１＃ ２＃ ３＃ ４＃

８１２．８mm(３２in)

VAS １８．１ －４．９ －４．２ ４．４ ４．６

TP １０．５ －３．４ －２．５ ２．０ ２．６

VAS １８．０ －４．３ －４．７ ４．４ ４．６

TP １０．５ －３．４ －２．４ ３．１ １．６

VAS １５．１ －３．７ －３．８ ４．１ ３．５

TP ７．４ －２．３ －１．８ １．６ １．７

VAS ８．５ －２．６ －１．６ ２．７ １．６

TP ２．２ ０．８ －０．１ －１．１ －０．２
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３．２　VASＧAI偏移影响因素分析

以 G８．５生产线产品 VASＧAI偏移性能为

例,如表４/５及图４所示,不同产品类型、不同对

盒设备制作的产品呈现出不同的 VASＧAI偏移

结果,分析结论如下:

图４　TFTＧLCD产品 VASＧAI偏移结果与产品尺寸

关联性

Fig．４　RelationbetweenVASＧAIshiftandproductsize

(１)以１７７．８mm(７in)产品为例,对盒制程

需要翻转的产品呈现较差的 VASＧAI偏移结果,

对盒翻转制程是导致 VASＧAI偏移的根本原因;

(２)使用相同的对盒设备,随着产品尺寸的

降低,VASＧAI偏移结果呈变差趋势;当产品尺寸

＞３５５．６mm(１４in)时,VASＧAI偏移较好;产品

尺寸为≤３５５．６mm(１４in)时,VASＧAI偏移较

差;其中１７７．８mm(７in)产品呈现最差的 VASＧ
AI偏移结果,±３．０μm 达标率仅为６８％,极值为

１１．３μm;
(３)不同的对盒设备,VASＧAI偏移存在玻璃

位置差异性,对盒 PH４设备主要发生在３＃,而
对盒 PH１设备主要发生在１＃与２＃;

４　改善方法、结果与流程

依托 G８．５生产线产品 AI分析,其影响因素

包括 VAS与 VASＧAI偏移;实现 AI改善,需要

通过改善 VAS与 VASＧAI偏移.

４．１　VAS性能改善

VAS性能表征对盒工艺过程中阵列/CF相

对位置偏移量,此时整体成盒工艺尚未完成,阵
列/CF玻璃尚未翻转,封框胶(Sealant)尚未固

化,因此 VAS性能受阵列/CFTP匹配性影响较

大;随着阵列/CFTP匹配性变差,VAS结果变

差,如表４所示.

表４　TFTＧLCD产品VASＧAI偏移结果

Tab．４　VASＧAIshiftresultofTFTＧLCD

翻转 Y/N 玻璃 产品
AI±５．５μm达标率/％

X Y

对盒

EQP
VASＧAI偏移位置

N

Y
０．５

０．７

８１２．８mm(３２in)

１７７．８mm(７in)

１７７．８mm(７in)

２２８．６mm(９in)

２４３．８４mm(９．６in)

２９４．６４mm(１１．６in)

３５５．６mm(１４in)

４８２．６mm(１９in)

７１１．２mm(２８in)

１２１９．２mm(４８in)

１００ １００

１００ １００

６８．０ ９７．７

７５．１ １００

７５．０ １００

７７．５ １００

９６．２ １００

８４．７ ９４．３

８５．２ ９６．４

８３．４ ９３．２

PH４

PH１

PH４ X(３＃)

PH１
X(１＃,２＃)

Y(２＃)
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表５　TFTＧLCD产品VASＧAI偏移结果与对盒设备关联性

Tab．５　RelationbetweenVASＧAIshiftand对盒 EQP

产品
１＃ ２＃ ３＃ ４＃

X Y X Y X Y X Y

对盒

EQp

８１２．８mm(３２in) －０．１ ０．１ ０．０ ０．０ －０．１ ０．１ ０．０ ０．２ PH４

１７７．８mm(７in)

２７９．４mm(１１in)

０．８ －０．５ －０．４ ０．３ －１．４ １．５ ０．３ ０．６

－１．１ ２．３ １．６ ０．９ ７．９ －０．７ －１．１ －０．７

０．０ －０．１ －０．１ ０．０ ３．７ ０．４ ０．２ ０．２

PH１

PH４

４８２．６mm(１９in) －１．７ ０．６ ３．８ －２．０ －０．６ ０．４ ０．５ ０．１

７１１．２mm(２８in) ０．５ ０．０ ４．９ －０．８ －０．４ ０．２ ０．６ ０．２
PH１

　　因此,VAS结果改善主要通过阵列/CFTP
匹配性改善.

由于 CFTP主要受掩膜板(Mask)、玻璃材

质、曝光温度与光线等因素的影响,TP调整余量

很小[７];而阵列 TP通过调整曝光设备单个棱镜

的旋转角度/平移步进而具备较大的调整余量;因
此改善阵列/CFTP 匹配性能,需要在保持 CF
TP形状规则与稳定的同时,改善阵列 TP的形状

与极值,实现阵列/CFTP匹配性提升,达到改善

VAS的目的.

(a)改善前
(a)Beforeimprovement

(b)改善后
(b)Afterimprovement

图５　８１２．８mm(３２in)产品阵列 TP改善前(a)后
(b)示意图

Fig．５　Before(a)andafter(b)improvedarrayTPof
８１２．８mm(３２in)

以８１２．８mm(３２in)产品为例,如图５所示,
阵列 TP改善前,TP呈现非规则形状,玻璃短边

方向“内凹”,长边方向“外凸”,源于阵列工艺制程

中的PVX膜质应力.阵列 TP改善后,TP呈现

标准的规则形状,TP极值由４．５μm 降低至２􀆰５

μm.依托阵列 TP改善,提升阵列/CFTP匹配

性,有效改善 VAS性能,进而改善 AI性能.如

图６所示,AI±５．５μm 达标率由８０％改善至

１００％,AI极值由７．７μm 降低至４．１μm.

图６　８１２．８mm(３２in)产品阵列 TP改善前后对应

的 AI结果

Fig．６　AIresultbeforeandafterimprovedarrayTP
mapof８１２．８mm(３２in)

改善阵列 TP,常见方法为 TP补正功能,一
般分为“线性补正”与“非线性补正”;“线性补正”
可以实现阵列 TP的等比例扩大/缩小,但是无法

改善 TP的非规则形状;“非线性补正”通过曝光

设备对应玻璃不同位置处的单个棱镜的旋转角

度/平移步进调整,改善玻璃不同位置处的阵列像

素关键位置偏移程度,达到阵列 TP的形状规则

化与 TP极值的降低[８].
因此,通过“阵列 TP非线性补正”改善,实现
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阵列 TP的形状规则化与极值降低,提升阵列/

CFTP匹配性能,实现 VAS性能改善.

VASＧAI偏 移 性 能 表 征 对 盒 工 艺 过 程 中

“VAS完成 ~ AI测量”工艺段的 AI偏移量,此
时对盒整体成盒工艺已经完成,阵列/CF玻璃已

经完成翻转与封框胶固化,因此 VASＧAI偏移性

能受阵列/CFTP 匹配性影响较小,主要来源于

对盒翻转制程,如表４所示.
因此 VASＧAI偏移改善主要通过加强阵列/

CF玻璃在对盒翻转制程中的相对位置固定性能.
本文尝试从对盒翻转设备(TurnOver,简称

T/O)优化、T/O 工艺优化、封框胶材料优化、辅
助 封框胶设计优化这４个方面进行,具体的改善

方法及对应结果如表６所示.

４．２．１　对盒 T/O 设备优化

通过在 T/O设备周边加设夹具装置,保证阵

列与CF玻璃水平方向稳定性[９Ｇ１０];在 T/O 设备

上下加设垂直方向 Pin,保证玻璃在对盒翻转制

程中的稳定性;由于 T/O设备改造会对量产产生

４８h的Capa影响,此方案暂未推进.

４．２．２　T/O 工艺优化

通过 T/O翻转速度降低５０％、以及 T/O 设

备前后机械手臂搬送速度降低５０％,改善阵列/

CF玻璃在对盒翻转制程中的稳定性,但是无法

达成改善效果.

４．２．３　封框胶材料优化

比较不同粘结强度的封框胶,改善阵列/CF
玻璃在对盒翻转制程中的稳定性与对盒盒中应力

释放程度,但是无法达成改善效果.

４．２．４　辅助 封框胶设计优化

由于 VASＧAI偏移主要发生在玻璃的截角

边缘,不同的对盒设备,VASＧAI偏移存在玻璃位

置差异性,对盒 PH４设备主要发生在３＃,而对盒

PH１设备主要发生在１＃与２＃,如表５所示;为
了改善阵列/CF玻璃在对盒翻转制程中的稳定

性,需要提高玻璃截角处的辅助 封框胶粘结强

度.本文通过辅助 封框胶设计优化,如表６所

示,部分方案对 VASＧAI偏移结果产生明显的改

善效果.
以１７７．８mm(７in)产品为例,如图７所示,通

过辅助 封框胶设计优化,有效改善 VASＧAI偏移

结果,VASＧAI 偏 移 平 均 值 由 ７．９μm 降 低 至

１􀆰９μm.

(a)改善前

(a)Beforeimprovement

(b)改善后

(b)Afterimprovement
图７　１７７．８mm(７in)产品VASＧAI偏移改善前后示

意图

Fig．７　VASＧAIshiftdiagram beforeandafterimＧ

provementof１７７．８mm(７in)product

表６　高世代线VASＧAI偏移改善方案及结果汇总

Tab．６　VASＧAIshiftimprovementmethodandresultofhighＧgenerationlines’sTFTＧLCDproduct

类别 具体改善方法 状态 效果

T/O设备 T/O设备周边加设夹具装置,T/O设备上下加设垂直方向Pin Hold 设备改造Capa损失４８h

T/O工艺

T/O设备前机械手(R/B)运行速度５０％下降 完成 无改善

T/O运行速度５０％下降 完成 无改善

T/O设备后机械手(R/B)运行速度５０％下降 完成 无改善
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续　表

类别 具体改善方法 状态 效果

封框胶

材料

封框胶SＧWB２１(粘结强度弱),SＧWB７３(粘结强度中),SＧWB９６(粘
结强度强)

完成 无改善

辅助

封框胶

设计优化

Ⅰ① Loop玻璃增加一圈 完成 无改善

Ⅰ②
LoopQpanel由 Close→Open(四
角)

完成 无改善

Ⅰ③
LoopQpanel由 Close→Open(四
角/中间)

完成 无改善

Ⅰ④
－LoopQpanel由 Close→Open
(四角/中间)

－玻璃长边上下各增加２条

完成

改善３＃处的VAS－AI偏

移性能,但是１＃处发生恶

化现象

Ⅰ⑤
Loop－玻璃由 Open → Close(玻
璃截角)

完成 改善

Ⅱ①
Ⅰ⑤ 基 础 上,Loop 玻 璃 由 Open
→Close(四角)

完成 改善

Ⅱ②
Ⅰ⑤基础上,玻璃截角增加一道

CloseLoop－玻璃
完成 改善

Ⅱ③
Ⅰ⑤基础上,玻璃截角对角 Loop
－玻璃由 Open→ Close(＃１角)

完成 无改善

Ⅲ
Ⅰ⑤基础上,玻璃截角 Loop－玻

璃加宽,通过seal涂布减速及加

压(＃３角)
完成 改善

４．３　整体改善

通过 G８．５生产线 VAS与 VASＧAI偏移改

善,可以改善不同产品类型/不同对盒设备的产品

AI结果;对于对盒无需翻转制程的产品,通过

VAS改善即可完成 AI改善;对于对盒需要翻转

制程的产品,首先需要改善 VASＧAI偏移结果,

其次确认是否需要同步改善 VAS结果.
以１７７．８mm(７in)产品(需要对盒翻转制程)为

例,如图８所示,通过 VASＧAI偏移与 VAS 的同步

改善,产品 VAS 结果从４．２/４．５μm降低至１．１/０．４

μm,VASＧAI偏移结果从７．９μm降低至１．９μm,AI
±５．５μm达标率逐步提升,从７１．８％改善至１００％,
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AI极值由１４．２μm改善至５．２μm.
通过１７７．８mm(７in)产品 AI改善方法借

鉴,实现 G８．５生产线典型产品的 AI结果逐步提

升,如表７所示.

图８　１７７．８mm(７in)产品 AI改善趋势

Fig．８　AIimprovementtrendof１７７．８mm(７in)

表７　高世代线TFTＧLCD产品AI改善方法汇总

Tab．７　SummaryofAIimprovementmethodofhighＧgenerationlines’sTFTＧLCDproduct

翻转

Y/N

产品

模式
产品

AI±５．５μm 达标率/％

改善前 改善后

X Y X Y

目前改善方法 后续推进改善方法

N ADS

８１２．８mm
(３２in)

１００ ８０．０ １００ １００ 阵列 TP非线性补正

５４６．１mm
(２１．５in)

１００ ９５．３ １００ １００
阵列 TP非线性补正

CFTP稳定性改善

Y

ADS

TN

７１１．２mm
(２８in)

９１．３ ９７．８ ９９．９ ９９．２ 辅助 封框胶优化Ⅱ① 阵列 TP非线性补正

３５５．６mm
(１４in) ９５．５ １００ １００ １００

阵列 TP非线性补正

CFTP稳定性改善

辅助 封框胶优化Ⅰ⑤

２２８．６mm
(９in)

８０．５ １００ ９８．１ １００
阵列 TP非线性补正

辅助 封框胶优化Ⅰ⑤
辅助 封框胶优化Ⅱ③

１７７．８mm
(７in)

７１．８ ９８．８ １００ １００
阵列 TP非线性补正

辅助 封框胶优化Ⅱ③

５　对盒精度分析与改善标准流程

通过１７７．８mm(７in)等典型产品的 AI影响

因素分析/分解、对策检讨及改善,本文建立了大

世代面板生产线对盒精度分析方法、对策检讨及

改善的标准流程,为后续大世代面板生产线 AI
性能提升借鉴建立技术储备.

６　结　　论

本文依托G８．５生产线产品AI分析,提出 VAS
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与VASＧAI偏移为影响AI的两大核心要素;VAS改

善主要通过阵列/CFTPmap匹配性能改善,通过

“阵列TP非线性补正”与“CFTP稳定性改善”实现;

VASＧAI偏移改善主要通过辅助 封框胶设计优化,
从而加强阵列/CF玻璃在对盒翻转制程中的相对位

置固定性能.
通过 VAS与 VASＧAI偏移同步改善,突破

G８．５生产线产品 AI±７．５μm 极限性能指标,达
成±５．５μm 性能,１７７．８mm(７in)产品 AI极值

由１４．２μm 降低至５．２μm,实现 G８．５生产线对

盒精度达到 G６及以下生产线的极限水平;在解

决 MNT产品按压 Mura与 TPC产品像素漏光

的同时,对产品开口率的贡献也随着产品PPI的

升高而增加,PPI３００＋产品的开口率余量提高

１４．８％,有效提升了B４小尺寸高PPI产品核心竞

争力、收益性和产品群组合.
另外,本文建立大世代面板生产线对盒精度分

析方法、对策检讨及改善标准流程,形成新产品阵列

TP非线性补正和辅助封框胶设计基准,为后续大世

代线对盒精度提升借鉴建立技术储备.
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